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Процесс зарядки поверхности сегнетоэлектрика зависит как от вида облучения (электронного или ионного) так и от времени, дозы и энергии облучения /1,2/. Наличие доменной структуры приводит к появлению поверхностных электрических зарядов, влияющих на процесс взаимодействия поверхности сегнетоэлектрика с заряженными частицами. Температурная зависимость энергии активации доменной структуры сегнетоэлектрика Pb(Zr,Ti)O3 /3/ определила условие для особенного взаимодействия заряженных частиц с поверхностью. В интервале между температурой активации доменной структуры Td и температурой Кюри TC ожидается увеличение глубины взаимодействия с заряженными частицами (Рис.1).
Рис.1 Температурная зависимость изменения энергии кристаллической решетки сегнетоэлектрика Pb(Zr,Ti)O3
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